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INTRODUCAO

A SBA (Santa Barbara Amorphous), € um material com elevada
area superficial e com estrutura ordenada de poros. Seu diametro esta
na faixa dos mesoporos e apresenta apreciavel volume de poros. Os
materiais do tipo SBA-15 tém poros em torno de 6 - 20 nm de diametro e
area superficial superior a 700 m?g*. Tendo em vista estas 6timas
caracteristicas texturais e a possibilidade de utiliza-los como suporte, a
SBA-15 pode ser uma excelente alternativa para abrigar espécies ativas
visando fotocatalise.

A proposta deste trabalho é desenvolver um fotocatalisador
usando como suporte SBA-15, que sera modificado com
semicondutores.

METODOLOGIA
Sintese de SBA-15:
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As amostras foram caracterizadas por difracdo de raios X e analise
textural por isotermas de adsorcéao e dessorgao de N.,.
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RESULTADOS

A difracao de raios X foi utilizada para avaliar a ordenacao
hexagonal dos poros dos materiais antes e apos a adicao dos
semicondutores, os difratogramas obtidos estao apresentados na Figura
1.
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Figura 1: Difratograma das amostras Bi/SBA-15 e Ti/SBA-15.

As amostras apresentam 0s trés picos caracteristicos do
material do tipo SBA-15, onde o pico mais intenso corresponde a
linha de reflexao do plano (100), os outros dois picos de menor
Intensidade sao atribuidos as reflexdes dos planos (110) e (200),
gue sao associados ao arranjo hexagonal de poros ordenados do
material. E possivel observar também que os picos mantiveram-se
iInalterados mesmo apos a adicdo de bismuto e titanio mostrando
gue a organizacao da estrutura se manteve apds a modificacéo do
material.
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Figura 2: Curvas de distribuicao do tamanho de poros (A) da SBA-15, Bi/SBA-15 e Ti/SBA-
15 e isotermas de adsorcao/dessorcéo de N, (B)

As figuras 2A e 2B apresentam o diametro de poros e as
curvas de adsorcéo/dessorcao de N, da SBA-15 pura e apos a
adicdo dos semicondutores. Assim como ocorre com o0 bismuto,
as modificacoes da SBA-15 com titanio também acarreta uma
diminuicao tanto de seus poros quanto de sua area superficial. As
curvas revelam estruturas mesoporosas cujos dados sao
apresentados na Tabela 1.

TABELA 1: Diametro de poro e area superficial das amostras.

Diametro de poro Area superficial
Amostra 5
(nm) (m=/g)
SBA 2 6,1 802
Bi/SBA 2 9,9 470
TI/SBA 2 6,1e4,5 700

As modificacbes da SBA também acarretam em um pico
nos difratogramas em angulos superiores a 10° correspondentes
aos  semicondutores utilizados. O difratograma da SBA
modificada com bismuto (Figura 3) apresenta um pico em
aproximadamente 29°.
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Figura 3: Difratograma da amostra Bi/SBA-15 em alto angulo.

CONCLUSAO

Sintetizou-se um material mesoporoso a base de silica o
gual foi modificado com bismuto e titanio. As amostras foram
caracterizadas e evidenciou-se que 0S semicondutores
distribuiram-se uniformemente nos poros da SBA-15.

Considerando o0s resultados obtidos as SBA-15
modificadas mostram-se promissoras para o desenvolvimento de
fotocatalisadores.
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